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FM1608
64K位的并行存储
器

特性
1 64K位的非易失性铁电随机存储器
组织结构为8192*8位
读写寿命为100亿次
掉电数据保存10年
写数据无延时

先进的铁电技术制造

2 对BBSRAM模组的优势
没有电池产生的不良因素

电路简化 可靠性高

真正的表面贴装方案

在潮湿 电击和防震方面优于BBSRAM模组

3 与SRAM或并行EEPROM兼容
JEDEC 8K*8的SRAM或EEPROM脚
位

120NS访问时间
180NS的周期

4.低功耗操作

工作电流为15mA
待机电流20uA

5 工业标准
工业温度-40 C to +85 C
28脚---DIP和SOIC

描述
FM1608是用先进的铁电技术制造的
64K位的非易失性的记忆体 铁电随机

存储器 FRAM 是一种具有非易失

性 并且可以象RAM一样快速读写 

但它没有BBSRAM模组系统的设计复
杂性 缺点和相关的可靠性问题 数

据在掉电可以保存10年 高速写以及

高擦写次数使得它比EEPROM或其他
非易失性存储器可靠性更高 系统更

简单 

在系统操作时 FM1608象RAM一样读
与写的周期相等 FRAM具有非易失性
是归于它先进的工艺 不象

BBSRAM 它是一款真正的非易失性

记忆体 有SRAM的功能 但没有

SRAM的缺点 

FM1608的写能力使得它在需要对非易
失性记忆体快速读写的状况下非常理

想 表面贴状提高了新设计的制造能

力 工业温度-40 C to +85 C 

引脚定义
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引脚定义
脚位名称 性质 描述
A0-A13 输入 地址线 地址数据在/CE的下降沿被锁定
DQ0-7 I/O 数据线

/CE 输入

片选 当/CE是低电平时 芯片被选中 在没有下一个下降沿来时 地

址变化无效

/OE 输入

输出使能 当/OE为低电平 FM1808把数据送到总线 当/OE为高 DQ
为高阻态 

/WE 输入 写使能 当/WE为低电平 总线的数据写如被/CE所定的地址中

VDD 电源 供电电压5V
VSS 电源 地

功能真值表
/CE /WE 功能

高 任意 等待
下降沿 任意 锁定地址 如果/WE为低 开始写 

低 高 读数据

低 低 写数据
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总体概述
FM1608是一个字节宽度的FRAM记忆体 

组织结构为8192*8位 工业标准并行接

口 写操作无延时 操作方式除了FM1608
在开始每一个记忆体单元地址 /CE端需要
一个下降沿之外 与SRAM一样 

记忆体架构

用户通过并行接口访问8192个字节单元地
址 完整的13位地址与8192单元一一对
应 内部记忆体阵列组织为8*8KB 3根地
址线译码选择8块 块分割对操作没有影

响 不过用户可以利用它的高擦写次数象

第4页描述的组织成块 

读和写时间周期一致 这样可以简化记忆

体逻辑和时间电路 同样的读写记忆体操

作的访问时间也是一致的 /CE置高电平 

下一个操作准备好 并且每一个意义体地

址周期都是如此 不象SRAM 访问时间和

周期不相等 写在访问结束时立即出现 

无延时 也不象EEPROM不必在下一个写
操作开始把装置置于一个 准备条件 

FM1608没有特别的电源掉电要求 它没有

内部上电复位电路 因此 用户应保证电

源电压 VDD 在数据表规定的范围内 

防止误操作 

记忆体操作

FM1608被设计成与其他8位并行记忆体相
似的操作方式 象用户熟悉的BBSRAM 

象以下描述的在接口方式上略有不同 

读操作

读操作在/CE的下降沿开始 这时 地址位

被锁存 记忆体周期开始 一旦开始 一

个完整的记忆体的记忆周期必须在内部完

成 即使/CE端不活跃 地址被锁存后 地

址值可以在满足保持时间参数的基础上改

变 不象SRAM地址被锁存后 改变地址值

也不会影响存储器操作 

FM1608在/OE脚为低电平时 驱动数据总

线 如果/OE在存储器访问时间已被满足的
的情况下出现 数据总线直到有效值出现

才会被驱动 这个特征可以除去无效数据

出现在总线上产生的尖峰 减少系统消耗

电流 

写操作

FM1608写与读一样有一样的时间间隔 

FM1608由/CE和/WE控制写操作 地址均在

/CE的下降沿锁存 

/CE控制写操作时 /WE在开始记忆体周期
之前置0 那就是说 当/CE下降时 /WE
为低电平 FM1608不驱动数据总线与/OE
状态无关 

/CE控制写操作时 记忆体周期由/CE下降
沿开始 /WE信号在/CE下降沿降落 因

此  记忆体周期作为读开始 数据总线在

/WE为低之前 由/OE的状态来确定 /CE
和/WE控制写周期在电气参数表中描述 

写访问在记忆体周期开始 同步访问存储

器阵列 写访问在/WE和/CE端的上升沿终

止 无论那一个为先 电气参数表中描

述 数据建立时间表示数据不能在写访问

结束之前更改 

不象其它的非易失性记忆体时 FRAM没有
写延时 读与写访问时间是一致的 整个

记忆体操作在一个总线周期出现 因此 

任何操作都能在一个写操作后立即进行 

不象EEPROM需要通过一些技巧来判断写
操作是否完成 

预充电 操作
预充电 操作是为访问记忆体的一个内部条
件 所有记忆体周期包括记忆体访问和预

充电 预充电是由/CE脚为高电平开始 它

必须保持高电平至少为最小的时间TPC 
用户决定这个操作的开始 因为预充电直

到/CE上升才开始 这个部件有最大的/CE
为低电平的时间被满足 
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持久性和数据保存
数据保存参数在以下的电参数规格书中 

FRAM操作均有读和机械性存储 所以读写

次数与每一次读写都有关系 FRAM结构是
基于行与列的排布 行为32位宽度 每四

个字节为界 每次访问对每一行都要减少

一次寿命 在不同的行确保平均的访问记

忆体可以优化记忆体的持久性 使其非易

失性发挥到最大 不管怎样FRAM读写次数
在总线操作频率在400KHZ时无限制 即使

每秒访问30次  100亿次的寿命到时 10
年已过去了 

应用

FM1608作为一个真正的非易失性RAM 适用

于广泛的领域 很明显 除了一次编程应

用的其他所有领域 铁电记忆体的读写次

数以及快速性集成一体均比SRAM加后备电
池更具优势 1 取代SRAM加后备电池 

2 在一些新领域的应用 

FRAM 的优势
尽管SRAM加后备电池是一个成熟的方案 

但它仍然有许多不足 这些不足之处与电

池有很大关系 FRAM由于他的材料特性不
需要电池 

架构要点

1. 成本
SRAM加后备电池的制造和元件成本很高 

FRAM的集成结构使得他的低成本成为必然
另外 使用贴片元件不需要象SRAM加后备
电池的电池的再加工步骤 .这样装配工艺
更加经济 SRAM加后备电池模组的双列直
插使得用户需要考虑穿孔装配技术和用水

清洗线路板 

2. 湿度
在60є C  SRAM加后备电池模组在没有偏
流和压力的条件下能承受的最大湿度

90%Rh, 这些条件参数被选择是因为多元件
易受湿气和脏物的袭击 FRAM  是用
HAST high accelerated stress test. 来评
估 这个条件为85% Rh, 24.4 psia at 5.5V.

3. 系统可靠性
使用SRAM加后备电池模组的数据完整性应
该被质疑 它易受电击或震动的影响 电

池松动 数据会丢失 另外负压或者是短

暂的负脉冲加在信号脚上都会引起数据丢

失 负压导致电流直接从电池流出 这些

短暂的旁路可能大大的减弱或减少电池的

容量 在掉电的瞬间加负压 数据立即丢

失 

4. 空间问题
后备电池模组的一些易受震动的缺点可以

通过使用双列直插的方式减弱 但是这种

方式占用线路板空间 高度或者是穿孔装

配 FRAM提供了贴片封装可以为用户节约
75% 的板空间.
电池问题

5. 数据保持领域
不管电池方案多么成熟 它始终存在一些

问题 最终会被取代掉 

6. 环境
锂电池普遍认为存在环境问题 它可能导

致火灾 正确的处理废电池也是一个负

担 另外运送锂电池要求也很严格 

7. 时尚!
SRAM加后备电池已经成为过去 FRAM将
成为系统设计的一种趋势 
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FRAM 设计要点
第一次使用FRAM 使用过SRAM的用户应
注意他们之间的小小不同 FRAM在/CE的
下降沿锁存每个地址 这样就允许在每一

次访问记忆体开始之后 地址总线改变 

每次访问在/CE下降沿锁存每个地址 用户

不能把它当SRAM完全一样使用 

用户更改原有的设计应该检查记忆体地址

和控制脚位的时序兼容问题 每一次访问

都必须确保/CE的由高向低的跃变 这是唯

一与SRAM不同的地方 图2列出了SRAM
和FRAM不同之处 

/CE端选通每个地址的原因有两个 当

/CE为高电平 它锁存新地址和建立必须的

预充电周期 

第二个设计要考虑的是操作是电源供应问

题 

SRAM加后备电池为了在掉电时切换电池供
电必须监控VDD 为了减小电池损耗 在

掉电之后用户不允许访问SRAM 用户可能

被突然在没警告或是提示的情况下掉电而

无法访问存储器 

FRAM 记忆体不需要上述的系统 电源监

控 

记忆体在任何电源电压下不会终止被访

问 用户应在电源在规定的范围之外阻止

处理器访问记忆体  当电源掉电时 处理

器复位 
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